
(a) N+N-P-P+シングル接合型太陽電池の場合、
出力電圧 Vout = 0 の場合、有効な

光電変換（空乏層）領域は最大となるが、
出力パワー Power =(Iout)(Vout)はゼロである。

(b) N+N-P-P+シングル接合型太陽電池の場合、
最大パワー出力時の電圧が Vout ~  - EG/2 の場合有効な
光電変換（空乏層）領域が減少し、順方向電流がN+P接合
表面積と出力電圧に比例し急増し光電変換効率が劣化する。

(c) P+P-N-N-P-P+ダブル接合型太陽電池の場合、
最大出力電圧 Vout ~  - EG/2 の場合でも有効な
光電変換（空乏層）領域は２倍以上である。さらに
受光表面のP＋P濃度勾配によるバリア電界も貢献する。
VB =kT ln(P+/P-)も有効光電変換に寄与、出力端子の
N+P接合面積に比例する順方向電流も非常に小さい。
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従来のN+NPP+接合型太陽電池は、受光表面積に比例した順方向大電流 IF が流れて変換効率の損失を招く。

従来のN+NPP+接合型太陽電池では、受光表のN+層の電位がFLATでFloating状態にあり電界が存在しない。



従来のN+NPP+接合型太陽電池は、広いN+N領域 AN+に比例した順方向大電流 IF が流れて変換効率の損失を招く。

Isc = Iout + IF

Iout = Vout / RLoad

IF = AN+ exp( Vout/kT)

Isc = Asc Jsc

Asc ~ AN+

従来のN+NPP+シングル接合型太陽電池
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従来のN+NPP+シングル接合型太陽電池も、広い受光表面積Ascに比例して光電流出力 Iscを得るが再結合も大きい。 
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P+PN-PP+ダブル接合Pinned Photodiode型太陽電池も、広い受光表面積 Ascに比例して光大電流出力 Iscを得る。
 一方、出力電流 Ioutが流れ出る N+N-PP+領域の表面積 AN+は小さく、それに比例する順方向大電流 IFも小さい。
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